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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
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【手続補正書】
【提出日】平成24年1月18日(2012.1.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に設けられた第１の単結晶半導体層上に、結晶性を有する第１の半導体層を形成
し、
　前記第１の半導体層上に、前記第１の半導体層とは異なる条件により前記第１の半導体
層に比較して低い結晶性を有する第２の半導体層を形成し、
　熱処理により前記第１の半導体層及び前記第２の半導体層の結晶性を向上させて、第２
の単結晶半導体層を形成することを特徴とする半導体基板の作製方法。
【請求項２】
　基板上に設けられた第１の単結晶半導体層上に、結晶性を有する第１の半導体層を形成
し、
　前記第１の半導体層上に、前記第１の半導体層とは異なる条件により非晶質である第２
の半導体層を形成し、
　熱処理により前記第１の半導体層及び前記第２の半導体層を単結晶化して、第２の単結
晶半導体層を形成することを特徴とする半導体基板の作製方法。
【請求項３】
　単結晶半導体基板にイオンを照射して前記単結晶半導体基板中に損傷領域を形成し、
　前記単結晶半導体基板上に絶縁層を形成し、
　前記絶縁層と支持基板を密着させて前記単結晶半導体基板と前記支持基板を貼り合わせ
、
　前記損傷領域において前記単結晶半導体基板を分離させることにより、前記支持基板上
に第１の単結晶半導体層を形成し、
　前記第１の単結晶半導体層上に、結晶性を有する第１の半導体層を形成し、
　前記第１の半導体層上に、前記第１の半導体層とは異なる条件により前記第１の半導体
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層に比較して低い結晶性を有する第２の半導体層を形成し、
　熱処理により前記第１の半導体層及び前記第２の半導体層の結晶性を向上させて、第２
の単結晶半導体層を形成することを特徴とする半導体基板の作製方法。
【請求項４】
　単結晶半導体基板にイオンを照射して前記単結晶半導体基板中に損傷領域を形成し、
　支持基板上に絶縁層を形成し、
　前記単結晶半導体基板と前記絶縁層を密着させて前記単結晶半導体基板と前記支持基板
を貼り合わせ、
　前記損傷領域において前記単結晶半導体基板を分離させることにより、前記支持基板上
に第１の単結晶半導体層を形成し、
　前記第１の単結晶半導体層上に、結晶性を有する第１の半導体層を形成し、
　前記第１の半導体層上に、前記第１の半導体層とは異なる条件により前記第１の半導体
層に比較して低い結晶性を有する第２の半導体層を形成し、
　熱処理により前記第１の半導体層及び前記第２の半導体層の結晶性を向上させて、第２
の単結晶半導体層を形成することを特徴とする半導体基板の作製方法。
【請求項５】
　請求項３または請求項４において、
　前記イオンとして、水素を含む原料ガスにより生成されるイオンを用いることを特徴と
する半導体基板の作製方法。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか一において、
　前記第１の半導体層に比較して水素濃度が高くなるように前記第２の半導体層を形成す
ることを特徴とする半導体基板の作製方法。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれか一において、
　前記第１の半導体層を、その厚さが１０ｎｍ以上５０ｎｍ以下となるように形成し、
　前記第２の半導体層を、その厚さが３００ｎｍ以上となるように形成することを特徴と
する半導体基板の作製方法。
【請求項８】
　請求項１乃至７のいずれか一において、
　前記第１の半導体層を、シラン系ガスに対する水素ガスの流量比を５０倍以上とするプ
ラズマ化学気相成長法により形成することを特徴とする半導体基板の作製方法。
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